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54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D'UNE HETERQ-STRUCTURE COMPORTANT AU MQINS UNE COUCHE

(57) Abstract: The invention relates to 2 method of producing
a structure comprising at least one semiconductor material for
use in microelectronics, optoelectronics, optics, etc. The inven-
tive method comprises the following steps consisting in: equip-
ping a support (10) which is made from a first material with a
thin monocrystalline layer (22) of a second material which s dif.
ferent from the first, said layer being transferred to the support;
and performing a pre-determined heat ireatment such as at least
to reinforce the bonding interface (12) between the thin layerand
ihe support. The method is characterised in that the thickness
(e1) of the thin layer is selected as a function of the difference
between the thermal expansion coefficients of the first and sec-
ond materials and as a fanction of the parameters of said pre-de-
termined heat treatment, such that the stresses exerted by said
treatment on the support/transferted thin layer assembly leave
same intact. The invention is also characterised in that it com-
prises an additional step in which an additiona) thickness (227
of the second material in the monocrystalline state is deposited
on the thin layer. The inventicn is snitable for the production of
hetero-substrates comprising a thick useful layer.

(57) Abrégé : Un procédé de fabrication d'une structure com-
prenant au moins un matérian semi-conducteur pour des appli-
cations en micro-électronique, opto- €lectronique, optique, etc.,
comprend le transfert sur un support (10) en un premier matérian
d'une conche mince monocristalline (22} en un second matérian
différent du premier, ainsi qu'un traitement thermique prédéter-
miné réalisant au moins un renforcement d'une interface de ¢ol-
Tage (12) entre la conche mince et le support. Le procédé est
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FR, GB, GR, HU, IE, IS, IL, LT, LU, LV, MC, NL, PL, PT,  tions, se référer aux “Notes explicatives relatives anx codes et
RO, SE, 31, SK, TR), OAPL (BE, B, CF, CG, CI, CM, GA,  abréviations” figurant au début de chague numéro ordinaire de
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Iz Gazente du PCT. :

_ remarquable en ce que 1'épaisseur {e1) de la couche mince est choisie en fonction de la différence entre les coefficients de dilatation
thermigue des premier et second matériaux et en fonction des paramétres dudit traitement thermique prédéterming, de telle sorte
que les contraintes exercées par ledit traitement thermique sur I'assemblage du support et de la couche mince transférée laisse ledit
assemblage intact, et en ce qu'il comprend une étape supplémentaire de dépébt, sur Ja couche mince, d'une épaisseur supplémentaire
(22) du second matériau 4 1'état monocristatlin. Application 2 la fabrication d'hétéro-substrats & conche utile épaisse.



